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10A、100V肖特基整流管 

描述 

SBD10C100T/F/D/S 是采用硅外延工艺制作而成的肖特基整流二极管，

广泛应用于开关电源、保护电路等各类电子线路中。 

特点 

 具有过压保护的保护环结构 

 高电流冲击能力 

 低功耗，高效率 

 正向压降低 
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封装外形图(续) 

TO-252-2L 单位: mm 

SYMBOL MIN NOM MAX

A

A1

b

b3

c

c2

D

E

e

H

L

L4

2.10 2.30 2.50

0 --- 0.127

0.66 0.76 0.89

5.10 5.33 5.46

0.45 --- 0.65

0.45 --- 0.65

5.80 6.10 6.40

6.30 6.60 6.90

9.60 10.10 10.60

1.40 1.50 1.70

0.60 0.80 1.00

There are two conditions for this position:has an eject pin or has no eject pin.

Eject pin（note1）
2.30TYP

L1 2.90REF

 

TO-263-2L 单位: mm 

 





 SBD10C100T/F/D/S 说明书 
 

 

杭州士兰微电子股份有限公司 版本号：2.1 

http: //www.silan.com.cn 共 7 页   第 6 页 
 

产品名称： SBD10C100T/F/D/S 文档类型： 说明书 

版    权： 杭州士兰微电子股份有限公司 公司主页： http: //www.silan.com.cn 

 

版    本： 2.1     

修改记录： 

1. 更新 TO-220HW-3L 封装外形图 

2. 增加 TO-220-3L 带缺口的立体图 

3. 删除 TO-252-2L 料管信息 

版    本： 2.0     

修改记录： 

1. 修改极限参数 

版    本： 1.9     

修改记录： 

1. 修改典型特性曲线 

2. 修改 TO-263-2L 封装外形图 

版    本： 1.8     

修改记录： 

1. 修改 TO-220F-3L 封装信息 

2. 修改 TO-252-2L 封装信息 

3. 增加 TO-220HW-3L 封装 

4. 修改 TO-220-3L 封装信息 

版    本： 1.7     

修改记录： 

1. 增加 TO-263-2L 封装 

版    本： 1.6     

修改记录： 

1. 增加 TO-252-2L 封装 

版    本： 1.5     

修改记录： 

1. 修改图 4 

版    本： 1.4     

修改记录： 

1. 增加“正向平均整流电流”曲线 

版    本： 13     

修改记录： 

1. 修改“封装外形图” 

版    本： 1.2     

修改记录： 

1. 修改说明书模板 

版    本： 1.1     

修改记录： 

1. 增加友谊薄框架 TO-220-3L 和 TO-220F-3L 封装 
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修改记录： 

1. 原版 

 

 


	产品规格分类
	极限参数(除非特殊说明，TC=25(C)
	热阻特性
	电参数规格
	典型特性曲线
	封装外形图 
	封装外形图(续)
	封装外形图(续)



